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を確認 した｡これらの変化が レー ザー照射により生 じた高密度の電子正孔プラズマによるもの
であることを示 した｡
最後に, レーザーアニールの半導体デバイス製造技術-の応用として,高周波 2極 スパッタ
でサファイア基板上に作製 したアモルファスSi (a-SOS,膜厚 :0.6p7n～ 1.8FとTL)を,
アルゴンイオン cw レーザーでアニールした｡その結果, α-SOSは,融解 して結晶するこ
とがわかった｡また,ラマン散乱スペクトルの観測から,サファイアとシリコンの格子定数と
熱膨張係数の違いからミスフイトや歪が生 じていることを示 した｡結晶化の条件が,物質定数
(吸収係数,熱伝導度,熱容量等 )の変化に,著 しく影響 されることを示 した｡
2. 境界条件の変動によるソリトン変調の可能性




本論文では,逆散乱法を基礎に, Potential の漸近値の時間変動による変調の可能性を示 し
た｡固有値方程式はZakharov,Schabat型とSchr6dinger型 を考え,それぞれ対応する非線型発
展方程式を,正準形に書 く事により,この場合のエネルギー供給を論じた｡
-280-
